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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂と前記エポキシ樹脂の硬化剤とからなる硬化性樹脂に無機フィラーを充填
してなる樹脂組成物であって、前記硬化剤がフェノールノボラック樹脂からなり、前記無
機フィラーが、平均粒子径が５～２０μｍである粗粉と、平均粒子径が０．２～１．５μ
ｍである微粉とからなり、前記粗粉が結晶質二酸化珪素であり、前記微粉が結晶質二酸化
珪素又は球状酸化アルミニウムであり、前記無機フィラーの充填量が５０～７５体積％で
あり、かつ、その硬化体の比誘電率が４．１～４．９であることを特徴とする樹脂組成物
。
【請求項２】
　前記無機フィラーが、最大粒子径が１００μｍ以下で且つ粒子径５～５０μｍのものを
５０体積％以上含有する粗粉と、粒子径２．０μｍ以下のものを７０体積％以上含有する
微粉とからなることを特徴とする請求項１に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　硬化性樹脂が２５～５０体積％であり、無機フィラーの粗粉が３４～７０体積％であり
、かつ無機フィラーの微粉が３～２４体積％であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の樹脂組成物。
【請求項４】
　粗粉と微粉のいずれもが、結晶質二酸化珪素であることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか１項に記載の樹脂組成物。
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【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂組成物の硬化体からなることを特徴とする樹
脂硬化体。
【請求項６】
　熱伝導率が１．５～５．０Ｗ／ｍＫであることを特徴とする請求項５に記載の樹脂硬化
体。
【請求項７】
　金属基板上に、請求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂組成物からなる絶縁層を設け
、該絶縁層上に金属箔を設けてなることを特徴とする混成集積回路用の基板。
【請求項８】
　金属基板上に、請求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂組成物からなる絶縁層を設け
、該絶縁層上に金属箔を設けてなる基板を用いて、前記金属箔を加工して回路を形成して
なることを特徴とする混成集積用回路基板。
【請求項９】
　エポキシ樹脂とフェノールノボラック樹脂からなる硬化剤とを混合し、硬化する前に無
機フィラーを配合し混合することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂
組成物の製造方法。
【請求項１０】
　金属基板上に、請求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂組成物からなる第１の絶縁層
を設け、前記第１の絶縁層上に回路基板を設けるとともに、前記第１の絶縁層上に更に請
求項１～４のいずれか１項に記載の樹脂組成物からなる第２の絶縁層を設け、前記第２の
絶縁層上に高発熱性電子部品が設けられていることを特徴とする金属ベース多層回路基板
。
【請求項１１】
　第１の絶縁層と第２の絶縁層との間に金属層を設けたことを特徴とする請求項１０に記
載の金属ベース多層回路基板。
【請求項１２】
　第２の絶縁層の厚さが５０μｍ以上２００μｍ以下であることを特徴とする請求項１０
又は１１に記載の金属ベース多層回路基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気絶縁性に優れ、しかも熱伝導率が高い、電気部品や電子部品の放熱部材
料、特に金属板との密着性にも優れることから、金属板上に絶縁層を介して回路を設けて
なる金属ベース回路基板用の前記絶縁層に用いて好適な樹脂組成物に関する。また、本発
明は、前記樹脂組成物の製造方法と、前記樹脂組成物を用いてなる混成集積回路用の基板
、回路基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属板上に無機フィラーを充填した樹脂からなる絶縁層を介して回路が形成されている
金属ベース回路基板が公知であり、その絶縁層として、球状の無機フィラーを高充填し、
接着剤組成物としての接着力を充分に保持し、しかも高熱伝導率を兼備した樹脂組成物が
知られている（特許文献１）。
【特許文献１】特開平２－２８６７６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、球状の無機フィラーは、例えば球状シリカ、球状アルミナ等が知られているが
、これらは火炎溶融等の特殊な製造方法により提供されているものであるから、得られる
基板、回路基板等の特性は良いものの、価格的に高価とならざるを得ないという欠点を有
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している。そのため、入手容易な破砕品の無機フィラーを用いて、前記特性を発揮できる
樹脂組成物の探索が産業界に於いて重要視されている。
【０００４】
　すなわち、本発明の目的は、粉砕品の無機フィラーを用い、金属板や金属箔との接着性
に優れ、高熱伝導性を発揮し、その結果として、信頼性の高い混成集積回路を提供できる
基板、並びに回路基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、エポキシ樹脂と前記エポキシ樹脂の硬化剤とからなる硬化性樹脂に無機フィ
ラーを充填してなる樹脂組成物であって、前記硬化剤がフェノールノボラック樹脂からな
り、前記無機フィラーが、平均粒子径が５～２０μｍである粗粉と、平均粒子径が０．２
～１．５μｍである微粉とからなり、前記粗粉が結晶質二酸化珪素であり、前記微粉が結
晶質二酸化珪素又は球状酸化アルミニウムであり、前記無機フィラーの充填量が５０～７
５体積％であり、前記無機フィラーの充填量が７５体積％以下であり、かつ、その硬化体
の比誘電率が４．１～４．９であることを特徴とする樹脂組成物である。また、好ましく
は、硬化性樹脂２５～５０体積％、無機フィラーの粗粉が３４～７０体積％、無機フィラ
ーの微粉が３～２４体積％であることを特徴とする前記の樹脂組成物である。また、粗粉
と微粉のいずれもが結晶質二酸化珪素であることを特徴とする前記の樹脂組成物である。
【０００６】
　本発明は、前記の樹脂組成物の硬化体からなる樹脂硬化体であり、好ましくは、熱伝導
率が１．５～５．０Ｗ／ｍＫであることを特徴とする前記の樹脂硬化体である。
【０００７】
　本発明は、金属基板上に、前記の樹脂組成物からなる絶縁層を設け、該絶縁層上に金属
箔を設けてなることを特徴とする混成集積回路用の基板である。
【０００８】
　本発明は、金属基板上に、前記の樹脂組成物からなる絶縁層を設け、該絶縁層上に金属
箔を設けてなる基板を用いて、前記金属箔を加工して回路を形成してなることを特徴とす
る混成集積用回路基板である。
【０００９】
　更に、本発明は、エポキシ樹脂とフェノールノボラック樹脂からなる硬化剤とを混合し
、硬化する前に無機フィラーを配合し混合することを特徴とする前記の樹脂組成物の製造
方法である。
【００１０】
　本発明は、金属基板上に前記の樹脂組成物からなる第１の絶縁層を設け、回路を形成し
た後、更に前記樹脂組成物からなる第２の絶縁層を設け、その上に回路を設けてなること
を特徴とする金属ベース多層回路基板である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の樹脂組成物は、エポキシ樹脂と特定のエポキシ樹脂硬化剤を選定し、しかも特
定粒度分布の無機フィラーを選択しているので、アルミニウム、銅、或いはこれらの合金
等からなる金属板や金属箔との接着性が良い。しかも高熱伝導性の樹脂硬化体を与えるの
で、電気部品や電子部品の電気絶縁性で熱放散性に富む部品、特に混成集積回路用の基板
や回路基板に用いて好適である。
　本発明の樹脂組成物は、高い耐熱性を有する硬化物を奏することができる。
【００１２】
　本発明の樹脂硬化体は、金属との接着に富み、しかも電気絶縁性と熱伝導率に優れる。
好ましい実施態様に於いては、１．５～５．０Ｗ／ｍＫもの高い熱伝導率を示すので、混
成集積回路用の基板、回路基板を始めとするいろいろな電気部品、電子部品の放熱用材料
として好適である。
【００１３】
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　本発明の基板、更に本発明の回路基板、多層回路基板は、前記樹脂組成物を用いている
ので、樹脂硬化体の特徴を示して、電気絶縁性と熱伝導性に優れるので、これを用いて信
頼性の高い混成集積回路を容易に得ることができる。
【００１４】
　本発明の樹脂組成物の製造方法は、エポキシ樹脂と、エポキシ樹脂の硬化剤と、無機フ
ィラーとを特定な順序で配合し、混合することにより、樹脂組成物中に泡が残留すること
を防止できる。その結果、樹脂硬化体の高電気絶縁性と高熱伝導性とが安定して発揮でき
るという効果が得られる。更にその結果として、信頼性の高い混成集積回路の提供に貢献
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に於いて使用するエポキシ樹脂としては、公知のエポキシ樹脂、例えばビスフェ
ノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、水添ビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂等を用いることができる。このうちビスフェノールＡ型エポキシ樹脂が、電気
絶縁性、熱伝導率が共に高く、耐熱性の高い樹脂硬化体が得られることから好ましく選択
される。
【００１６】
　更に、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂については、エポキシ当量３００以下であるこ
とが一層好ましい。エポキシ当量が３００以下であれば、高分子タイプになるときに見ら
れる架橋密度の低下によるＴｇの低下、従って耐熱性の低下を引き起こすことが防止され
るからである。また、分子量が大きくなると、液状から固形状となり、無機フィラーを硬
化性樹脂中にブレンドすることが困難になり、均一な樹脂組成物が得られなくなるという
問題をも避けることができる。
【００１７】
　また、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂は加水分解性塩素濃度が６００ｐｐｍ以下であ
ることが好ましい。加水分解性塩素濃度が６００ｐｐｍ以下であれば、混成集積回路基板
として充分な耐湿性を示すことができる。
　ここで、加水分解性塩素濃度とは、エポキシ樹脂の合成時の副反応によって生じる有機
塩素不純物（水の存在下で加水分解する塩素イオン）の濃度を意味する。
【００１８】
　本発明では、前記エポキシ樹脂の硬化剤として、フェノールノボラック樹脂を使用する
。フェノールノボラック樹脂は、数平均分子量１５００以下であることが好ましい。平均
分子量が１５００以下であれば、軟化点が高温であるために無機フィラーを硬化性樹脂中
にブレンドすることが困難になるという問題を避けることができる。
【００１９】
　フェノールノボラック樹脂は、加水分解性塩素濃度が１０ｐｐｍ以下であることが好ま
しい。加水分解性塩素濃度が１０ｐｐｍ以下であれば、混成集積回路基板として充分な耐
湿性を確保できる。
【００２０】
　本発明では、無機フィラーとして特定粒度分布のものを採用する。即ち、（ａ）最大粒
子径が１００μｍ以下で且つ粒子径５～５０μｍのものを５０体積％以上含有し平均粒子
径が５～２０μｍである粗粉と、（ｂ）粒子径２．０μｍ以下のものを７０体積％以上含
有し平均粒子径が０．２～１．５μｍである微粉とからなる混合粉を用いる。
　粗粉としては、粒子径５～５０μｍのものを５０体積％以上、好ましくは６０体積％以
上含有し、平均粒径が５～２０μｍ、好ましくは１０～１５μｍである。また、微粉とし
ては、粒子径２．０μｍ以下のものを７０体積％以上含有し、平均粒子径が０．２～１．
５μｍ、好ましくは１．０～１．５μｍである。
　前記粒度特定分布を有する粗粉と微粉とを混合使用する時、粗粉と微粉との両方が球状
粒子からなる無機フィラーを用いることなく、本発明の目的を達成することができる。
【００２１】
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　本発明に使用できる無機フィラーとしては、前記粗粉が結晶質二酸化珪素であり、前記
微粉が結晶質二酸化珪素又は球状酸化アルミニウムであり、特に、前記粗粉と微粉のいず
れもが、結晶質二酸化珪素であるのが好ましい。結晶質二酸化珪素（石英）が、熱伝導率
が１２Ｗ/ｍＫ（レーザーフラッシュ法）以上である。また、その誘電率（２５℃、１Ｍ
Ｈｚ）が４．０以下であり、本発明の樹脂組成物とその硬化体を高周波で用いる電気、電
子部品の放熱材料に用いる場合に、電気絶縁性が確保しやすいことから好ましく、選択さ
れる
【００２２】
　また、前記結晶質二酸化ケイ素について、その電気伝導度が５０μＳ／ｃｍ以下である
こと、Ｃｌ－やＮａ＋といったイオン性不純物量が２０ｐｐｍ以下であることが、混成集
積回路用の基板として充分な耐湿性を確保し易くなるので好ましい。
【００２３】
　本発明に於いて、無機フィラーの微粉としては、前記結晶質二酸化珪素を用いれば、結
晶質二酸化珪素の有する特徴を反映して、低誘電率で、高電気絶縁性で、高熱伝導性の樹
脂硬化体が得られるので好ましい。また、球状酸化アルミニウム等を使用すれば、樹脂組
成物の流動性が高まるので、より無機フィラーの充填量を上げることができ、その結果高
電気絶縁性で高熱伝導率の樹脂硬化体を得ることができるので好ましい。

【００２４】
　本発明に於いて、硬化性樹脂と無機フィラーとの配合割合としては、硬化性樹脂２５～
５０体積％、無機フィラーの粗粉が３４～７０体積％、無機フィラーの微粉が３～２４体
積％であることが好ましく、より好ましくは、硬化性樹脂２８～４５体積％、無機フィラ
ーの粗粉が４０～６０体積％、無機フィラーの微粉が１０～２２体積％である。前記配合
範囲内とすれば、均質で気孔の混入を防止でき、しかも無機フィラーが高充填されて、熱
伝導性と電気絶縁性が共に良好な樹脂硬化体が安定して得られる。これを用いて作製した
基板や回路基板、更に混成集積回路が高い信頼性を有するものとなる。
【００２５】
　本発明の樹脂組成物の製造方法としては、公知の方法で得ることができるが、次に示す
方法が、樹脂組成物中に気泡が巻き込まれるのを防止し、安定して、金属との接着性に優
れ、高電気絶縁性で熱伝導性に優れる樹脂硬化体を得ることができることから、好ましい
。
【００２６】
　本発明の樹脂組成物の製造方法は、エポキシ樹脂とフェノールノボラック樹脂からなる
硬化剤とを混合し、その後、硬化する前に、無機フィラーを配合し混合することを特徴と
する。ここで用いる混合機については、万能混合攪拌機、遊星式攪拌脱泡装置、加圧ニー
ダー等の従来公知の混合機を用いればよい。また、混合条件についても適宜選択すればよ
く、格別な条件を設定すべき理由はない。
【００２７】
　本発明の樹脂硬化体は、前記樹脂組成物の硬化体であり、高電気絶縁性であると共に高
熱伝導性を有し、更にアルミニウム、銅、それらの合金等の金属との接着性にも優れる特
徴を有する。したがって、いろいろな電気部品や電子部品の絶縁材料として利用できるが
、特に混成集積回路用の基板、回路基板の絶縁層として好適である。また、好ましい実施
態様に於いては、１．５～５．０Ｗ／ｍＫもの高い熱伝導率を有する。
【００２８】
　本発明の基板と回路基板は、金属板上に前記樹脂組成物からなる絶縁層を有し、更に該
絶縁層上にアルミニウム、銅、或いはこれらの合金等からなる金属箔、或いは前記金属箔
をエッチング等の方法で加工して得た回路、を設けた構造を有している。そこで、前記樹
脂組成物或いはその硬化体の特性を反映して、耐電圧特性に優れ、また熱放散性にも優れ
る特徴を有するので混成集積回路に用いて好適である。更に、好ましい実施態様では、無
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機フィラーの粗粉と微粉のいずれもが結晶質二酸化ケイ素からなるので、誘電容量が小さ
く、高周波を使用する集積回路用の基板、回路基板としても好適である。
【００２９】
　本発明の金属ベース多層回路基板は、前記回路基板上に前記樹脂組成物からなる絶縁層
を設け、更に該絶縁層上にアルミニウム、銅、或いはこれらの合金等からなる金属箔、或
いは前記金属箔をエッチング等の方法で加工して得た回路、を設けた構造を有している。
したがって、回路の実装密度が向上する特徴を有し、混成集積回路に用いて好適である。
また、前記樹脂組成物或いはその硬化体の特性を反映して、耐電圧特性に優れ、また熱放
散性にも優れる特徴を有するので混成集積回路に用いて好適である。更に、好ましい実施
態様では、無機フィラーの粗粉と微粉のいずれもが結晶質二酸化ケイ素からなるので、誘
電容量が小さく、高周波を使用する集積回路用の基板、回路基板としても好適である。
【実施例】
【００３０】
（実施例１）
　まず、無機フィラーの粗粉として、結晶質二酸化珪素（龍森社製、Ａ－１：最大粒径が
９６μｍ（１００μｍ以下）で、５～５０μｍの粒子を６０体積％含有し、平均粒子径が
１２μｍ）５５質量部と、無機フィラーの微粉として、結晶質二酸化珪素（龍森社製、５
Ｘ；２．０μｍ以下が７０体積％で、平均粒子径が１．２μｍ）１４質量部とを混合して
、原料無機フィラーとした。
【００３１】
　ビスフェノールＡ型液状エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン社製、ＥＰ８２８）２
０質量部に、硬化剤としてフェノールノボラック樹脂（大日本インキ化学工業社製、ＴＤ
－２１３１）を９質量部、シランカップリング剤（日本ユニカー社製、Ａ－１８７）１質
量部を添加して、加熱温度９０℃で混練機により混練しながら、前記原料無機フィラーを
混合して、回路基板用の樹脂組成物（ａ）を作製した。
【００３２】
　樹脂組成物（ａ）１００質量部に対して、硬化促進剤としてイミダゾール系硬化促進剤
（四国化成社製、ＴＢＺ）を０．０５質量部加え、樹脂組成物（ｂ）を得た。
【００３３】
　樹脂組成物（ｂ）を１５０℃で１時間、更に１８０℃で２時間加熱して樹脂硬化物を得
た。この硬化物について、レーザーフラッシュ法での熱伝導率を測定したところ、１．７
Ｗ／ｍＫであった。この結果を表１に示した。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
　厚み１．５ｍｍのアルミニウム板上に、前記樹脂組成物（ｂ）を、硬化後の厚みが８０
μｍとなるように塗布し、１００℃０．１時間加熱して半硬化状態にした後、樹脂組成物
（ｂ）上に厚さ２１０μｍの銅箔を積層し、更に１８０℃２時間加熱して硬化を完了させ
、混成集積回路用の基板を作製した。
【００３６】
　得られた混成集積回路用の基板について、後述する通りに、各種の特性を調べた。その
結果を表２に示した。
【００３７】
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【表２】

【００３８】
　密着性：銅箔をエッチングで除去した混成集積回路基板を２cm×１０cmに切断し、９０
度の角度に折り曲げを行った。その際に、アルミと絶縁層に剥がれが生じない物を良好、
剥がれが生じた物を不良とした。
【００３９】
　流動性：Ｂ型粘度計にて粘度を測定し、室温（２５℃）の粘度が２００，０００ｃｐｓ
を超えるものを不良、２００，０００ｃｐｓ以下のものを良好とした。
【００４０】
　耐電圧：測定用試料として銅箔の周囲をエッチングし、直径２０ｍｍの円形部分を残し
試料とした。温度１２１℃、湿度１００％ＲＨ、２気圧、９６時間の条件下に暴露した前
後の耐電圧について、試験片を絶縁油中に浸漬し、室温で交流電圧を銅箔とアルミニウム
板間に印加させ、ＪＩＳ　Ｃ２１１０に基づき測定した。測定器には、菊水電子工業社製
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のＴＯＳ－８７００を用いた。また、多層回路基板では、銅箔と内層回路間に印加させて
測定を行った。
【００４１】
　引き剥がし強度：測定用試料として幅１０ｍｍの銅箔を残すように加工して試料とした
。銅箔と基板を９０度の角度とし、５０ｍｍ／ｍｉｎの引っ張り速度で剥離した。その他
の条件はＪＩＳ　Ｃ６４８１に基づいた。測定機としてはテンシロン（東洋ボールドウィ
ン社製、Ｕ－１１６０）を用いた。
【００４２】
　誘電正接：測定用試料として銅箔の周囲をエッチングし、直径２０ｍｍの円形部分を残
し試料とした。測定は、温度２５℃、周波数１ＭＨｚの条件下にて、ＪＩＳ　Ｃ６４８１
に基づき実施した。測定器には、ＬＣＲメータ（横河・ヒューレット・パッカード社製、
ＨＰ４２８４）を用いた。
【００４３】
　比誘電率：先ず、静電容量（Ｘ；Ｆ）を上記誘電正接と同条件にてＪＩＳ　Ｃ６４８１
に基づき測定した。比誘電率（Ｅ）は、静電容量（Ｘ；Ｆ）と絶縁層の厚み（Ｙ；ｍ）と
電極板の面積（Ｚ；ｍ2）と真空の誘電率（８．８５×１０－１２；Ｆ／ｍ）から、Ｅ＝
Ｘ・Ｙ／（Ｚ・８．８５×１０－１２）の式を用いて、算出した。
【００４４】
　耐熱性：試料を２００℃に設定した恒温器（エスペック社製、ＰＨＨ-２０１）に５０
０ｈｒ放置した後、木片上で冷却する処理を行い、処理後の試験片を絶縁油中に浸漬し、
室温で交流電圧を銅箔とアルミニウム板間に印加させ、絶縁破壊する電圧を測定した。
【００４５】
　厚銅箔信頼性：銅箔の厚みが２１０μｍを超えるような混成集積回路基板の評価として
実施した。２６０℃に設定された半田浴に２分間浮かべた後、木片上で冷却する処理を行
い、処理後の試験片を絶縁油中に浸漬し、室温で交流電圧を銅箔とアルミニウム板間に印
加させ、絶縁破壊する電圧を測定する。また、処理後の試験片の断面観察（走査型電子顕
微鏡）を行い、銅箔と絶縁層界面部における絶縁層割れの発生有無を評価した。
【００４６】
　熱抵抗値：測定用試料として試験片を３×４ｃｍに切断し、１０×１５ｍｍの銅箔を残
した。銅箔上にＴＯ－２２０型トランジスターを半田付けし、水冷した放熱フィン上に放
熱グリースを介して固定した。トランジスターに通電し、トランジスターを発熱させ、ト
ランジスター表面と金属基板裏面の温度差を測定し、熱抵抗値を測定し、放熱グリースの
熱抵抗値を補正する事により、求める試験片の熱抵抗値（Ａ；Ｋ／Ｗ）を測定した。
【００４７】
　熱伝導率：熱伝導率（Ｈ；Ｗ／ｍＫ）は、前記の熱抵抗値（Ａ；Ｋ／Ｗ）と、試片の絶
縁層の厚み（Ｂ；ｍ）及びトランジスター実装面積（Ｃ；ｍ２）から、Ｈ＝Ｂ／（Ａ・Ｃ
）の式を用いて、算出した。
【００４８】
　加工性：混成集積回路基板をパンチにて穴あけを行い、１０，０００ショット後のパン
チの磨耗量を測定した。
【００４９】
　沿面放電耐圧：測定用試料として、混成集積回路基板の沿面から２ｍｍ距離に直線の銅
回路を形成した。室温で交流電圧を銅箔回路とアルミニウム板間に印加し、沿面放電の発
生電圧を測定した。
【００５０】
　電力損失：先ず、静電容量（Ｘ；Ｆ）を上記誘電損失と同条件にてＪＩＳ　Ｃ６４８１
に基づき測定した。電力損失（Ｇ）は、静電容量（Ｘ；Ｆ）とデバイスの動作周波数（Ｈ
；４００ｋＨｚ）と動作電圧（Ｉ；２２０Ｖ）から、
Ｇ＝（Ｘ×Ｉ２×Ｈ）／２
の式を用いて、算出した。
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【００５１】
（実施例２～６）
　無機フィラーの粗粉、微粉の種類と配合量とを表１に示す通りに変えたこと以外は実施
例１と同様の方法で樹脂組成物及び樹脂硬化体、更に基板、回路基板、混成集積回路を作
製し、評価した。この結果を表１、表２に示した。
【００５２】
（比較例１～６）
　硬化剤、粗粉、微粉の種類とこれらの配合量を変えたこと以外は実施例１と同様の操作
で樹脂組成物及び樹脂硬化体、更に基板、回路基板、混成集積回路を作製し、評価した。
この結果を表３、表４に示す。
【００５３】
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【表３】

【００５４】



(12) JP 5192812 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

【表４】

【００５５】
（実施例７）
　厚み１．５ｍｍのアルミニウム板上に、実施例２で調製した樹脂組成物（ｂ）を、硬化
後の第１の絶縁層厚みが１５０μｍとなるように塗布し、１００℃０．１時間加熱して半
硬化状態にした後、当該樹脂組成物（ｂ）上に厚さ３５μｍの銅箔を積層し、更に１８０
℃２時間加熱して硬化を完了させた。得られた回路基板上に、更に前記樹脂組成物（ｂ）
を硬化後の第２の絶縁層厚みが５０μｍとなるように塗布し、１００℃０．１時間加熱し
て半硬化状態にした後、樹脂組成物（ｂ）上に厚さ２１０μｍの銅箔を積層し、更に１８
０℃２時間加熱して硬化を完了させ、混成集積回路用の多層基板を作製し、評価した。こ
の結果を表５、表６、表７に示した。
【００５６】
（実施例８）
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　第２の絶縁層厚みを２００μｍに変えたこと以外は実施例７と同様の方法で多層回路基
板を作製し、評価した。この結果を表５、表６、表７に示した。
【００５７】
（比較例７～８）
　硬化剤、粗粉、微粉の種類とこれらの配合量、および比較例８では第２の絶縁層厚みを
変えたこと以外は実施例７と同様の操作で樹脂組成物及び樹脂硬化体、更に基板、回路基
板、混成集積回路を作製し、評価した。この結果を表５、表６、表７に示す。
【００５８】
【表５】

【００５９】
【表６】

【００６０】
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【表７】

【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の樹脂組成物は、特定粒度の無機フィラーと、特定樹脂との組み合わせにより、
高電気絶縁性且つ高熱伝導性で、しかも金属との接着性も優れるので、例えば混成集積回
路用の基板の絶縁層に好適である。また、好ましい実施態様に於いては、更に低誘電率の
樹脂硬化体、一層熱伝導率に優れる樹脂硬化体を提供できるので、混成集積回路用の基板
、回路基板の他、いろいろな用途の電気部品、電子部品の放熱部の材料として使用可能性
があり、産業上極めて有用である。
【００６２】
　本発明の混成集積回路用の基板や回路基板は、前記の特徴のある樹脂組成物を用いてい
るので、耐電圧特性、熱放散性、更には高周波特性にも優れるので、これを用いた混成集
積回路の信頼性を高めることができ、産業上非常に有用である。
【００６３】
　本発明の樹脂組成物の製造方法は、原料の混合順序を特定することのみで、前記樹脂組
成物の優れた特性を容易に達成し、優れた特性の樹脂硬化体、それを用いた混成集積回路
用の基板や回路基板を安定して提供でき、惹いては、信頼性の高い混成集積回路を提供で
きるので、産業上極めて有用である。
 
　なお、２００５年９月５日に出願された日本特許出願２００５－２５６１９４号の明細
書、特許請求の範囲、及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として
、取り入れるものである。
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